
◆発明概要と利点
 発明者らは、SiC_pチャネルMOSFETの移動度を従来に比べて2倍に向上させ
る技術を見出しました (図1, 2) 。
（１）SiC結晶の結晶面依存性を利用し、チャネル面の面方位をM面（1-100）
とします。
（２）チャネル移動度のチャネル方向依存性を利用し、チャネル方向がｃ軸と垂
直とします。

(1)と(2)とを両立する構造（図3）のフィン型のSiC pチャネルMOSFETを実現
することで従来技術と比べて移動度が２倍に向上します。更にnチャネル
MOSFETと組合わせることで相補型SiCMOSデバイスができます。
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◆背景
SiC MOSFETでは、ｐチャネルMOSFETのチャネル移動度が、ｎチャネル

MOSFETのものに比べて著しく小さいという問題があります。そのため、相補型
MOSデバイスが構成できない課題があり、チャネル移動度の大きいSiC_pチャネ
ルMOSFETの実現が望まれています。
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◆研究段階
移動度が従来技術と比べて２
倍に向上させたSiC pチャネル
MOSFETを試作済

pチャネルの移動度が向上するようなSiC CMOSデバイスの構造とその製造手法

チャネル移動度が大きく向上したSiC ｐチャネルMOSFETを開発しました。

図1. ｐチャネルMOSFETのチャネル移動度の
結晶面との関係

◆適応分野
・SiC pチャネルMOSFET
・相補型SiCMOSデバイス
・高耐圧ｐチャネルIGBT

図3. フィン型のｐチャネルMOSFETの構造
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図4. SiC結晶方位を示した図

図2. ｐチャネルMOSFETのチャネル
移動度のチャネル方向との関係（実
線:ｃ軸に垂直 破線：c軸に平行）
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